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Przedmiotem wynalazku jest uklad bezindukcyj-
nego wzmacniacza selektywnego z czterowarstwowsg
mikroelektroniczng linig RGC o statych roztozo-
nych, o malym wplywie zmian warto$ci elementéw
ukladu wzmacniacza na jego dobro¢.

W stosowanych dotychczas ukladach bezinduk-
cyjnych wzmacniaczy selektywnych czterowarstwo-
we mikroelektroniczne linie RGC o stalych rozlozo-
nych wykorzystywane nie byly. Natomiast w takich
wzmacniaczach sg stosowane tréjwarstwowe linie
mikroelektroniczne RC o stalych rozlozonych dzia-
lajace w ukladzie filtru zerowego wlaczonego w
petli sprzezenia zwrotnego.

W sklad takiego filtru zerowego wchodzi tréj-
warstwowa mikroelektroniczna linia RC o stalych
rozlozonych polgczona z dodatkowym skupionym
opornikiem lub kondensatorem.

Uklady takich Wzmachiaczy charakteryzujg sie
bardzo duzym wplywem zmian wartoSci elementéw-
ukladu wzmacniacza na jego dobro¢, co w efekcie
powoduje duze rozrzuty warto$ci dobroci wzmac-
niaczy przy produkcji seryjnej.

Celem wynalazku jest zbudowanie bezindukcyj-
nego wzmacniacza selektywnego z mikroelektro-
niczng linig o stalych rozlozonych o malym wply-
wie zmian warto$ci elementéw ukladu wzmacnia-
cza na jego dobroé¢. Cel ten zostal osiagniety przez
wlaczenie w petle sprzezenia zwrotnego wzmacnia-
cza, czterowarstwowej mikroelektronicznej linii
RGC o stalych rozlozonych jako przesuwnika fazy,
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przy czym pomiedzy kolektor i baze tranzystora
wzmacniajgcego wigczono wzdluzng warstwe opo-
rowa czterowarstwowej mikroelektronicznej linii
RGC o statych rozlozonych za§ warstwe metaliczng
tej linii dotgczono do bieguna dodatniego baterii za-
silajgcej wzmacniacz. Przy takim polgczeniu ukla-
du bezwzgledna warto§é przesuniecia fazowego w
petli sprzezenia zwrotnego wzmacniacza jest mniej-
sza od 360°.

Wpynalazek zostanie blizej obja$niony na przykla-
dzie wykonania przedstawionym na rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia schemat ideowy wzmac-
niacza wedlug wynalazku, fig. 2 przedstawia wy-
kresy Bodego modulu (T) i argumentu ¢ stosunku
zwrotnego T (wzmocnienia catej petli sprzezenia
zwrotnego), a fig. 3 przedstawia charakterystyki
modutu (K,)) funkcji przeniesienia K, wzmacniacza.
W:zmacniacz wedlug fig. 1 posiada wiaczong pomie-
dzy kolektor i bazg tranzystora wzmacniajgcego T,
wzdluzng warstwe oporowsa czterowarstwowej mi-
kroelektronicznej linii RGC L, a warstwe metalicz-
ng tej linii ma dolgczong do bieguna dodatniego
+Ug baterii zasilajacej wzmacniacz. .

Zaciskami wejSciowymi wzmacniacza sg zaciski
1—0, a wyjSciowymi zaciski.- 2—0. Linia L stanowi
galagZz napieciowo-rownoleglego sprzezenia zwrotne-
go. Takie wlaczenie linii pozwala na uzyskanie, dla
czestotliwosei Srodkowej f. wzmacniacza, wartoSci
argumentu @ stosunku zwrotnego T bliskiej 360°.
Warto§¢ dobroci @ wzmacniacza wedlug fig. 1 jest
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bieg charakterystyki argumentu ¢ stosunku zwrot-
nego T, w poblizu czestotliwoéci Srodkowej i’2
wzmacniacza, pokazany na fig. 2, §wiadczy o ma-
lym wplywie zmian warto$ci elementéw ukladu
wzmacniacza na jego dobroc.

Krzywe pokazane na fig. 3 przedstawiaja charak-
terystykl modutu (K)) funkeji przeniesienia K, dla
réznych wartoSci © = 360°— ¢, przy czym krzy-
wej 1 odpowiada mniejsza warto$¢ © niz krzywej 2.
Korzy$ci techniczne wynikajgce, ze stosowania
wzmacniacza wedlug wynalazku polegaja na umoz-
liwieniu zrealizowania bezindukcyjnego wzmacnia-
cza selektywnego o malym wplywie zmian war-
to$ci elementéw wzmacniacza na jego dobro¢ przy
pomocy jednostopniowego wzmacniacza tranzysto-
rowego z czterowarstwowa mikroelektroniczng li-
nig RGC o stalych rozloZonych wlaczong w jego
petle sprzeienia zwrotnego.
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Zastosowanie wzmacniacza wedlug wynalazku
pozwoli na zmniejszenie rozrzutéw wartosci dobro-
ci wzmacniaczy selektywnych z liniami mikroelek-
tronicznymi, produkowanych seryjnie.

Zastrzezenie patentowe

Uklad bezindukcyjnego wzmacniacza selektywne-
go z czterowarstwowg mikroelektroniczng linig RGC
o statych rozlozonych, o malym wplywie zmian
wartoSci elementéw ukladu wzmacniacza na jego
dobro¢, w ktorym wyzej wymieniona czterowar-
stwowa mikroelektroniczna linia RGC o stalych
rozlozonych wlaczona jest w petle sprzezenia
zwrotnego jako przesuwnik fazy, znamienny tym,
ze miedzy kolektor i baze tranzystora wzmacniaja-
cego (T,) wlaczona jest wzdluzna warstwa oporowa
czterowarstwowej mikroelektronicznej linii RGC
(L) o stalych rozlozonych, za§ warstwa metaliczna
tej linii dolgczona jest do bieguna dodatniego
(+U.), baterii zasilajacej wzmacniacz.
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